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Россия
Прогресс в развитии современной полупроводниковой электроники связан с освоением новых материалов, обладающих более эффективными электрофизическими и эксплуатационными показателями. Один из таких перспективных материалов – пористый кремний (ПК). Он обладает уникальными физико-химическими свойствами и достаточно простой технологией изготовления. Это делает его перспективным для многочисленных применений не только в электронике, но и в энергетике, технологии полупроводников, медицине. Использование ПК  в фотоэлектрических преобразователях позволяет расширить спектр поглощения ФЭП и увеличить дозу поглощаемой световой энергии[1]. Формирование пор на текстурированной поверхности заметно меняет весь ход спектральной характеристики фоточувствительности, существенно увеличивая ее в коротковолновой части. Максимум спектральной чувствительности смещается от положения для монокристаллического кремния (880–900 нм) в область 400 нм. Это изменение можно объяснить поглощением фотонов в материале с большей шириной запрещенной зоны, чем у монокристаллического кремния. Таким материалом могут быть нанокристаллы кремния, образующиеся в порах при глубоком анодном травлении
В данной работе слой пористого кремния создавался электрохимическим травлением на  подложках монокристаллического кремния, поверхность которых имела специальный микрорельеф. Фотоэлектрические измерения включали измерение напряжения холостого хода и тока короткого замыкания в зависимости от уровня освещенности, а также спектральные зависимости  фотопроводимости и тока короткого замыкания в диапазоне  длин волн  от 400 до 1000 нм. Фотоэлектрические измерения проводились на структурах со специально созданным p-n-переходом, расположенным внутри макропористого слоя. На рабочую поверхность структуры n-типа проводимости наносились диэлектрические покрытия из сульфида цинка или фторида диспрозия. 
Все структуры показали хорошую фоточувствительность: для уровня освещенности белым светом 4000 Лк напряжение холостого хода составляло от 300 до 550 мВ, плотность тока короткого замыкания –80 мА при освещаемой площади 600 мм2. Это значительно выше соответствующих параметров контрольных фоточувствительных структур, изготовленных по аналогичной методике без пористого слоя. 
 Исследования спектральных зависимостей тока короткого замыкания показали, что вид кривых спектральных зависимостей зависит от геометрии пористого слоя. Наличие диэлектрического покрытия из фторида диспрозия почти не изменяет ход спектральной зависимости, но увеличивает ток короткого замыкания почти на 50% во всем спектральном диапазоне. Влияние покрытия из сульфида цинка менее заметно.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что предложенная технология создания пористого слоя на поверхности с заранее созданным микрорельефом позволяет изготавливать фоточувствительные кремниевые структуры с расширенным в коротковолновую область спектральным диапазоном чувствительности и хорошими фотоэлектрическими свойствами.
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